DENEY 2: DiYOT KARAKTERISTIKLERI
2.1. Deneyin Amaci

Diyotun incelenmesi, saglamlik testi yapilmasi, diyot karakteristiginin ¢ikarilmasi

2.2. Kullanilacak Aletler ve Malzemeler

e 1N4001 diyot, 1KQ direng ve baglanti1 kablolari
e DC gii¢ kaynagi, multimetre

2.3. Teorik Bilgiler
Diyot

Diyot, akimin bir yonde akmasina izin veren bir yari-iletken elektronik devre elemanidir. Sekil
2.1’de temel diyotun elektronik devre sembolii ve fiziksel goriiniimii verilmistir. Diyotun fiziksel

goriiniimiindeki gri bant diyotun katot ucunu gostermektedir.
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Sekil 2.1. Diyotun devre sembolii ve fiziksel goriiniimii

Diyot uclar1 arasindaki potansiyel fark diyotun iletime gecip gegmeyecegini belirler. Eger anot
katoda gore daha pozitif ise, diyot akimi iletecektir ve bu durumda diyot dogru (ileri) kutuplanmis
(polarmalandirilmis) demektir. Eger katot anoda gore pozitif ise diyot ¢ok kiiglik bir sizint1 akiminin

gegmesine izin verecektir ve bu durumda diyot ters kutuplanmis demektir.

Ideal diyot, elektrik akimimni dogru kutuplamada higbir kayip olmadan tamamen saglayan ve ters
kutuplamada elektrik akimini1 tamamen bloke eden iki terminalli bir cihazdir. Aslinda gergekte ideal
diyot yoktur. Bununla birlikte, ideal diyotlarin V-l karakteristikleri, diyot devrelerini incelemek i¢in
kullanilir. Dogru kutuplamada ideal diyot, sifir direngli miikkemmel bir iletken gibi davranirken, ters
kutuplamada, sonsuz direngli miikemmel bir yalitkan olarak islev goriir. Bagka bir deyisle, ideal diyotlar
ileri kutuplamada kapali devre veya kisa devre olarak islev goriir ve ters kutuplamada agik devre veya

acik anahtar olarak islev goriir (Sekil 2.2).



Anode Cathode Anode Cathode
+ - - +
B & _./._

Closed Switch Open Switch

Forward Biased Diode Reverse Biased Diode

Sekil 2.2. ideal diyotta ileri ve ters kutuplama

Gergek diyotlarda dogru kutuplamada, diyot {izerine diisen gerilim Silikon diyot i¢in yaklasik
0,7 V, germanyum diyot i¢in 0,3V tur (Sekil 2.3).

Sekil 2.3. Gergek bir diyotta ileri ve ters kutuplama

Bir diyodun ¢alisma noktasi bir bolgeden digerine gegtiginde, diyotun direnci de karakteristik
egrinin dogrusal olmayan sekli nedeniyle degisecektir. Uygulanan voltajin veya sinyalin tiirii ilgili

direng seviyesini belirleyecektir.

Diyot igeren bir devreye bir DC voltaj uygulanmasi, karakteristik egri tizerinde zamanla
degismeyecek olan bir ¢alisma noktasina neden olacaktir. Bu direng statik veya DC direng¢ olarak
adlandirilir. Diyotun ¢alisma noktasinda direnci basitge, karsilik gelen Vj, ve I, seviyelerini bularak ve

asagidaki denklemi uygulayarak bulunabilir:

Burada Vj : Diyot iizerine diisen gerilim

Ip: Diyot tizerinden gegen akim
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Eger DC yerine AC giris uygulanirsa durum tamamen degisecektir. Degisken girdi, anlik
caligma noktasini yukar1 ve asagi hareket ettirecektir. Bu durumda AC veya dinamik diren¢ asagidaki

formiile gore hesaplanir.
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Burada AV : Diyot iizerine diisen gerilimdeki degisim
Al : Gerilim digiimiindeki degisiklige kars1 olusan diyot akimindaki degisimdir.

Diyot ilizerinden akan akim ve diyot {izerine diisen gerilim arasindaki iliski Sekil 2.4’te
goriilmektedir. Gerilim ve akimdaki degisimi miimkiin oldugu kadar kii¢iik ve Q noktasinin her iki

tarafina esit olacak sekilde tutmak i¢in ¢aba gosterilmelidir.
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Sekil 2.4. Diyot karakteristik egrisi

2.4. On Hazirlik Sorular:

1. Sekil 2.5’teki devrede E =5 V ve diyot iizerindeki gerilim diisiimii 0,7 V i¢in direng iizerinden

akan akimi bulunuz.

2. Sekil 2.6’daki devrede E =25 V ve diyot iizerindeki gerilim diisiimii 0,7 V i¢in direng iizerinden

akan akimi bulunuz.

3. Asagidaki devrelerde diyotlari ideal kabul ederek I, I, ... akimlarini ve topraga gore V,, V),

... gerilimlerini bulunuz.
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2.5. Deneyin Yapihisi

1. Multimetre ile diyotun saglamhigini, sekilde goriildiigii gibi diyotun yoniine dikkat ederek

oOlgliniiz. Eger diyot saglam ise 0,3 — 0,7 V aras1 bir deger, bozuk ise bu degerler haricinde bir

deger gostermelidir.
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2. Diyotun dogru kutuplanma karakteristigini olusturabilmek i¢in Sekil 2.5’de verilen devreyi

kurunuz.

Sekil 2.5. Diyotun dogru kutuplandirilmasi

3. Tablo 2.1°deki her bir Vj, degerini elde etmek i¢in E gerilimini (kaynak gerilimini) ayarlayimniz.

Kaynak gerilimini degistirilerek elde edilen Tablo 2.1°deki her bir Vj, gerilimi i¢in kaynak

gerilimi E’yi, R iizerindeki gerilim Vy’yi 6l¢lin ve kaydedin. | akim degerlerini Vi gerilimleri

iizerinden hesaplayarak tabloyu doldurunuz.



Vp (Volt) E (Volt) Vg (Volt) [=-R
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0.7

Tablo 2.1

4. Diyotun ters kutuplanma karakteristigini olusturabilmek i¢in Sekil 2.6’da verilen devreyi

kurunuz.
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Sekil 2.6. Diyotun ters kutuplandirilmasi

5. Tablo 2.2°de verilen her bir Vj, degerlerini elde etmek i¢in E kaynak gerilimini ayarlayiniz.
Kaynak gerilimi degistirilerek elde edilen Tablo 2.2’deki her bir I/, gerilimi i¢in kaynak gerilimi
E’yi, R tizerindeki gerilim Vy’yi 6lgliniiz ve kaydediniz. | akim degerlerini V gerilimleri

iizerinden hesaplayarak tabloyu doldurunuz.

vV, (Volt) E (Volt) Vg (Volt) 1=-%
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Tablo 2.2



2.6. Deney Sonug Sorular:

1. Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’de elde edilen sonuglar1 kullanarak diyotun I,-V}, egrilerini ¢iziniz.

Vb

2. Tablo 2.1°de elde edilen sonuglarla V, = 0.2V, V, =0.3V ve V, = 0.6V degerleri igin diyotun statik

direncini bulunuz.

3. Tablo 2.2.’de elde edilen sonuglarla V, = -10 V degeri i¢gin diyotun statik direncini bulunuz.

4. Deneyi Proteus programinda tekrarlaymiz. Ayrica DC Sweep aracii kullanarak diyotun

karakteristik egrisini ¢izdiriniz.



